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Molybdan-AtziQittal 



Die Erfindung betrifft das Gebiet der phototeclmlBchttn Her^ 
stellTiag Oder Bearboitiang von WerkBtUcken und Insbesondere 
die Anwendung in der elektronischen Industrie fUr die Her- 
stellung von integrierten Schaltungen, Hasken fttr die Her- 
at ellung von integrierten Schaltungen u.dgL. 

in den verganganen Jahr«i hat die tnm»rtit»r*Q von phototechn^ 
achen Herstellnngsverfahren und Techniken fUr die Kaasenpro- 
duktion erhehLich zugenonunen. Oerartige Techniken vurden «ur 
Herstellung von Teilen aus Bleoh durch Xtzung, iasbesondere 
dann verwendet, wenn die Teile nor unter sehr grofien Schnie- 
rigkeiten Oder Uberhaupt nicht durch Staxus«i oder andere 
mechaniBche Bearbeitungsverfahren hergestellt werdwa konnten. 
Weiter wurden Prtfdukte hergestellt, bei denen ein Muster in 
einer auf einem Grundmaterial aufgebrachte Schioht eingeatst 
wurde, wie beispielsweise gedruckte Schaltungskarten. ikm not- 
wenigsten ist die Venrendung von phototechnischen Herstelliu^ 
verfahren jedoch auf dem Gebiet der Herstellung von Halb- 
leiter-Bauelementen, insbesondere integrierten Schaltungen, 
bei denen Kantenbegrenzungen in der GrQfienordnung von etwa 
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250 /m imd waniger arforderlloh slnd, und wobel Mask 
eigenschaftin, wie Vorschleiflwidarstand, Peotigkeit, Pehlei^ 
freiheit weeentiicha Brforderaleae sind* 

Dia Haratallung von intagriarban Schaltungen arfolgt im all- 
gemalnazi dturch aina Raiha von Fhotofabrlkatlonsachrlttan, 
die dazu dlanan, n&chan auf alnam Subatrat zu bagranzen, 
80 dafi Matariallan nladargaaohlagan odar abga^tzt werdan 
kSxman und Dotiarmlttal duroh dla ao bagranzten Fl^ohan 1\ 
das Subatrat aindif fuzidlart warden kSnnen. So kSnnen bel- 
aplelswaiae soirohl Bipolar-* wie auch Peldef f ekt-Baualem )nta 
diuroh Siffusion alnes odar xaahrarer Botiermittel in vorbe- 
stixnmta PlAehan einae Siliziunh-Subatrats hargestallt warden. 
Im allgemeinen erfolgt dies abt daB Uber einem Subatrat eine 
SiXizixuaoxidachieht luid hierauf eine Photolackschicht vorga- 
sehen warden^ worauf der PhAtolack duroh eine Photoniaake 
mit einar geeigoeten Liohtquele beliohtet wird. Danaoh wird 
der Fhotolaok entwickalt und abhSngig von der Eigenachaft 
des Photolaoka werdan entweder die belichteten Oder dla un- 
beliohteten PlSlohen auagelOat, wodurch auagaw&hlte Pl£lclien 
der Siliziumoxidachioht freigelegt werden. Sin geeignetes 
Xtsmittel wiz4 sur Sntferaung der Silizlumoxidachiolit und 
aur Preilegung der unter ihr befinaiiohen Substratoberfl^ohe 
verwendet. Naoh der Bntfemung dearevtliohen Photolaoka 
mittels einea geeignetan LSaimgamittala kSnnen Dotieratoffe 
selektlv in die freigelegten Pl^hen eindiffundiert werden, 
da daa verbleibende Oxid fUr die Ubliohen Dotieratoffe re- 
lativ undurohlHaaig iat. Die Heratellung der meiaten Bau- 
eleoMixite erfordert dann im allgemeinen die emeute Bildung 
einer Oxidaohioht ttber den freigelegten Substrat-Zonen und 
die Begrensung einar oder mehrerer^ zua&tzlioher Zonen zur 
Diffusion o.dgL^ in feater, vorbeatimmter Lagarzu den 
PlUohen dea erst en Diffusionsvorgangs^ Diese zweiten PlSLchen 
werden wieder mit der gileiohen Heihe von Photof abrikations- 
schxltten begrensti wobei ge ignete Hasken zur Begrenzung 
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d r neu n TlSLchen v rw ndet werdan. Der abschli Bend Ver- 
fahrensBchritt bei der Heratelltaig von integrierten Schal- 
ttmgen umfaast sumelst die Hledersohlagung eizxer geelgaeten 
Uetallschloht und die Xtsiuig der Metalleohioht In eln vor- 
bestlsuateB Uuster, das irlederum in jTeoter Besiehung su den 
in frtlheren Photofabrikationeschritten hergeetellten ain- 
diffundierten Zonen, zxledergeaohlagenen Schichten usw* 
etehtf 80 daB beispieleweise VerbindtoigaLeitungen der 
Schaltung u.dgl. erseugt werden, 

Im vorllegenden Stand der Teohnlk kann eine typische inte- 
grlerte Schaltiuig eine Seitenl&oge in der Gr&Benordming von 
etwa 2f3 mm haben, wobei Schaltungen mit Integration in 
griiBereia Fonoat Seitenl^ngen bie zu einer GrSQe von etwa 
6,4 mm haben kdnnen. HalbleiterBotaeibchen,auf dexien der- 
artige Scholtiaigan hargdBtellt warden, haben Ublioherweise 
die CrrQBenordxumg von etwa 5o mm, wobei in der Industrie 
gegenw^rtig eine Tendenz zur Verschiebung dieser GrSBe auf 
einen Standard--Sclieibchendxu*cbme88er von etwa 75 mm zu be- 
obachten iat. Photomasken haben daher tiblicherweiBe ein 
Hatrix-Uuster der gewUnschten SchalttrngsouBter. W£Uirend jede 
Uaeke einea zur Herstelltuig einer integrierten Sohaltung 
verwendeten Maakenaatzes unteraohiedlich iat, muB of fen-* 
aichtlich die Haakengeometrie extrem genau aein, wexm die 
Ueiaken gexiau Ubereinander gelegt werden sollen, wie die a zxur 
Auariohtung jeder Maske fUr jede g;Leicbzeitig auf einem 
Sixizelacheibchen gebildeten integrierten Sohaltung erforder- 
lioh ist* Beim gegeni^rtigen Stand der leohnik liegen die 
Eantenbegrenzungen auf Photomasken in der OrOfienordnung 
von Of 23 mm tmd weniger bei duroh die Photomaake begrezizten 
diffundierten Zonen, welohe Widersttode, eindiffundierte 
Schaltungaverbinduxigen u»dgL. mit Breiten, in der arofien- 
ordnung von etwa o»o25 mm und weniger aufweiaen. FUr die 
Heratellung von Photomasken verwandete Uaterialien und die 
Heratellungaverfahren miiBsen daher so auagev^UKlt aein, daB 
ein xtr m scharfes, genau begrenztes und pr&zie ausge- 
rlchtetes Ifuster auf den Phot mask n rzi It wird* 
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Wtgen dar erford rliohen Oenauigkeit wird bei den ztir 
Horstelung von integrierten Sohaltxmgen angtwandten Photo- 
Pabrlkationsvarfahren dia Kontaktdz-ucktochnik angewandt| 
bei dar die ttustersaite dar Photomaska in dirakter Anlage 
an dar Photolaokschicht auf dam Substrat steht* Daher unter- 
liegt die Maeka ainar mtfgLiohan Abnutzung und machanischen 
Varsohlachterung das axtreia antpfindlichan Muetare. Auch die 
geringste Pehlstalla der Maska, sei sie duicli aina Mikro- 
pore Oder ein ITadallooh in der Maskiersohiclit vor dar Bil- 
dung daa Musters odar durch aina BescMdigung nach deren 
Haratellting entstanden, ftthrt zu einer nicht funktions-* 
f&higan integrierten Schaltxmg von diesem Ifaster, Pilr die 
Ueratellimg von in der Produktion eingesetxtan Masken 
warden Ublicberweise aogenannte Master^Masken eingesetztt 
und swar ebenfalls in einem Kontaktdruckvarfahren, so daQ 
hiarbei dieselben Probleme aiiftreten. 

Die bekannten Photomasken waiaan im allgemeinen aine be- 
kannte Silber- Silberbalogenid-Schiclit anf einem Olaaaub- 
Btrat auf, die mittels bekanntar Varfahren belichtet und 
entwickalt wird. Einiga gagaxu^rtig varwendete nauere 
Matarialien umfassen Silizium-Uasken luid Chrom-Masken. 
Von dieean aind Chrom-Maskan die einzigen Hetallschioht- 
Haskani die in ervrUhnenswerten Uangen eingaaatzt wurden. 

Hetalliaiarungaaohiohtan auf Halbleiter-Bauelementeni die 
zur Bildung von VarbindimgBlaitungan u.dgL. gamxLstart 
warden, baatahan im allgemeinen aua A^llTn^ ry^sm oder Grold 
und daran Lagiaruogan. Untar baatimmtan UmatOndan werden 
Jadooh aada3re Haterialian varwandet, wann untar aobiedlioha 
alaktriaoha Biganaohaftan, baaaere Haftung, hiiliere lempe- 
ratur -Baatttndlj^ait uxi^/odar andare Siganacliaften erforder- 
lioh aind* Untar dlaaan Materialien iat IHolybdto zu er- 
tirtUman, walchaa ein gagan TaHparaturainflUaad widaratands- 
fHhigaa Material, jedooh nioht laioht zu atzan iat. 
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Plir das Atsen darartiger Matarlalien, wlft MolyMttn bIM 
daher im allgemalnon atarke Xtzmitt^l trforderllchy wtlcha 
die rendenz haban, auch dan Photolaok azuciigralfaiit woduroh 
dia arraichbara Xantanbagransxing baalntrcLchtigt luid aina 
vermlnderte Quallta^t das MaskamniatarB arhaltan wird. 

Dem-gegenuber liagt der Erfindung dia Aufgaba zugrunda, ain 
Verf ahran sowle ein Atzmlttal ftir dia Itzung von Mblybd&a 
anzugeben« welches die Herstellxmg hochganauer Ifastar auf 
Photomasken ermSgLiclitf daran Maskansohicht aus Ublybdfin 
besteht* 

Das erfindxingsgezD^Be Varf ahran zur Atzuzig von HolybdSn ba** 
steht dariny daQ ztmMishst aine LSsung aus ^0 und B^Og und 
dafi Kontakt zwischan der Losung und dam Ilolybd&s. hargaatallt 
wird. Elne welt are Verba ssarung kann daduroh arzlalt wardan, 
daB der LSsung ein Vetzmittel zugafUgt wird. 

Das erfindungsgamlLfia Atzmittal iat also duroh aina LSaung 
von HgO und H2O2 gekennzeichnet, dia vorzugBwaiaa suaKtz-* 
lioh ein ITetz&ilttel auf waist. 

Mit dem erf indungsgemafi en Atzmittel wird al^ao ain Holyb^bEir-' 
Xtzmittel zur Verfagung gastelltf daa fUr .^oloha Zwaoka» wia 
dam ^tzen von Uustem in BUmaohlohtan aus ItolybdSbi und zur 
fierstellung von Photomaakan varwandbar iat. Bina R&otonaaka 
kann beiapialaweiae aus einer Silnnsohioht aua ouf ain traxia- 
parentes Substrata beiapialswaiaa (CLaa, niebrgaaohlaganam 
UolybdSn baatahant in walcha daa arfordarlioha Phttowaakan^ 
iDUBtar ainga&tzt iat, Konvantionalla photolithographiacha 
Varfahran, wia ala bai der Haratallung von HalblaitaxvBaa-- 
elemantan Ublioharwaiae varwandat warden^ ktfnnan zur Ir-* 
zaugang daa Huatara in dar llolybdanr-Sohioht angawandt' 
warden^ mit dar Auanahma^ daB bai dar Erfindung daa Xtzmittal 
ain Gamiaoh aua Waaaaratoffjparoxidf Waaaer und ainam ga-^ 
aignetan ITatzmittel iat 9 walchaa eina aohnalla £tzrata ohna 
Angr if an dea Phot laoka zur Bildung d a Kuatara arlaubt* 
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Die Srflndiuig i«t naohatthtnd anhand d«r Z«l tanuxig nUixBr 
erlttuttrty xuid swar s^l^t 

Fig* 1 •IzLo Sohnlttansioht dixroh eln transparentaa 
Substrat mlt Blnmr aut Ihrn xil«d«rg»Bohlag0XL«n 
Molybd&iwSohlolLt I 

fig. 2 tlxit SahnittansiolLt d«s in Tig. 1 goEaigt«n 

SuliBtrata, wobai Ubep dar Mdlybd'dn-Sohioht aina 
Photolaok-Sotaioht dargastallt iat| 

?ig« 3 •itt6 Sobnittazisioht das Subatrats xxach dar 
Baliotatxmg imd Bntwiokliuig daa Photolacksf 

Tig. 4 Bixia Schnittaxisioht naoh dam Ab&tzan dar 
frailiagandau laftobaxi dar ](b)lybd£bfc»Scliicht mitt ale 
das arfindungBgamafiaxi Xtsmittalsi und 

Tig. 5 eina Schnittanaioht das Substrata nach Ent- 
famung das rastlichan Fhotolaoka. 

Molybd^Lxi ist aixi tamparaturbaat^izidigas Matall, walohas sahr 
hart und hooh-korroaionsfast ist. Wagaa diasar Sigansohaftaa 
vurda as sowobl fttr DUzmsohiehtant wia auoh fUr Diok- 
sohicbtan, baispielsweise als aata-ELaktrodan fOr MOS-Bau- 
alamanta ait metaUischaa Gat a varvandat. Wagan sainar 
Korrosionsbast&iidigkdit war das j&tsan von Holybd&n jadoch 
bishar ain Hauptproblam und dia iu Standa dar laobnik var^ 
wandatan Standard-Atzmittal^ wia BOL^ WOy H^SO^^ KSnigs- 
wassar u.dgL. saigtan ho hen Korrosionson^riff und waran mit 
Photolaok-Bottlsiozian nicht vartrS^ioh. Sahar war dia arzial- 
b&ra Eantanbagnnsung bairn Varsuoh« llusttr in Itolybdftn ain^- 
su&tsan, bishar sohlaohti wail mntari^ohnaidunactmd SohOdi- 
gimgan das Photolaoks duroh das Xtsmittal auftratan. 

Ks hat sioh harausgastallt, da0 adt dar arfindungsgam^fian 
LHsung BUS Wassarstofft^troxid und Wassar^ dia Torsugswaisa 
nit ainam Vatsnittal, baispialswaisa ainam Satargans var- 
sstst sindt •in harvorragandas Holybdan^tsmittal gagsban 
ist. So atst dia LSsung das Holybd&a sohnell und gLaiohr- 
nRflig, obwohl dia Ubliohan Photolaoka nioht angagriffan 
wsrdan. AuBardaa ist dia Ltfsung ung^tig und dashalb 
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•Infach in dor Anwozidimc. SinPlm VorhBltnis 1 i 1 zusaxomen- 
gtflotsta LSsuug ws ^OiHg Og hat dim g«wttiXBoht«n Elgon- 
sohaXten, obftLoioh auoh LOmu^^ 1 f 

2_i^JljvonJ^ in Abhiln«l«keit von solohen BinfliiB- 

grOfltni wle dar gowUnaohton £txrato u.dgL, vonrondet werden 
kttnnen. Elne groBe Ansahl von Hotsmlttel sind ale leil d#s 
AtssmittolB vorwondbari bolsplelswolBO tin von dor Virma 
Prootor and aaxnbla nntor.dtr Btztlobnung Joy vertrlobones 
Sotorgens. 

Da bolder Atzung dio 8tandard«-Pliotolack-*Emul8lonen nioht 
Borklich angogriffon wordon, lot os nuamohr untor Anwondxmg 
doo orfindimgBgoiiAflon Vorfahrons mUgLloh, Molybd^-Photo^ 
maokon oUir hohor QualitUt fttr dlo Produktlon von Halb-» 
loitor-Bauolomonton horsuotollon* Slno eololio Masko kann 
liorgootollt wordon^ indom oln fiir dlo gOYfUnaohto Wolloiw 
l^bigo von Llohty ttbllohorwolao ultraviolottoB Lloht, hln^ 
rolohond transparantos SubBtrat bonutzt wlrd, bolsplolB- 
woIbo dao In Pig« 1 mit 2o bomolohnoto Substrat, \md Indom 
tibor dloBom Substrat olno dUzme Schlcht 22 aas Uolybd&a 
nlodorgoBohlagon vrlrd* Zm allgemeinon wlrd ein dlaBBUbrirat 
Toxwondott obgXolch auoh andoro geeignoto Uatorlallon, bol- 
oplolBwolBO Qtiarsp vonvondot worden k<5nnon. Dlo Hlodor^ 
Boklagung doo Molybdiino kann mlt bokannton Zorotaubungo- 
Yorfahron orfolgon» Ftlr dio Horstollung von Photomaokon 
Mllto dao HolybdHn mit oinor Dioko in dor OrttBonordnung 
von 2oo - 9oo X \uid vorsugBwoiso mlt oinor Sioko von otwa 
9oo i aufgobraoht wordon. Dor in 7ig« 1 gosoigto AuogangB-* 
bautoil fttr dlo HolybdttiwMaBkon kann dann mit oinom bo* 
kannton Photolaok (ontwodor oinom positiven odor oinom 
aogativon PUtolaok) Boiaoudorbosohiohtot wordon* Blno dor* 
mrtigo BohloudorboBohiohtung iat in dor Photof abrlkation 
bokonnt und wird inoboBondoro boi dor HorstoUung von Halb* 
loitor-Bouolomonton alo bokanntoB Vorfahron oixigoBotst, bo 
dafi OB im vorliogozidon Zuoammonhang ni ht woitor boBohriobon 
wordon muQ« 
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Haoh der Sohleuderbesohlchtimj; des Anegangabaut lis wird 
dtr besohichtete Moljrbdto-*£oh1;eil vorsu^Bweise gebraimt, 
um IBsungsmittel und aodere leiohtfliichtige Materialien 
aU8 der Fhotolaokschloht aussu^lben und die mechanisohe 
Unversdhrtheit der Schicht zu verbessera* Der mit elzier 
Fhotolaoksohioht 24 verBeheiie Photomasken-Hohteil let in 
fig» 2 geselgt. 

Im attchsten Schrltt wlrd die Photolack-Schicht 24 mittele 
eix&er geeisoetexi Lichtquelle, Ublioherweiee einer Ultra- 
violett-Licht quelle, durch eine Maskiereinriohtimg so be- 
liohtet, daB im Photolaok daa gevriinechte Iftieter abgdaldet 
wird* Eb iat ersiohtlioh, daB andere lacke, beispielBweise 
SXektronen-^Lacke verwendet werden kOzmexif wobei der Lack 
donn in geeigaeter Weise* beispielsweise in einem Blek- 
tronezLBtrahl--lfUBter^aenerator oder in einem Elektronenbild- 
Proiektionesyetem belichtet wird* Bei der Herstellung von 
ProduktionsmaBken erf olgt dieee Belichtung Ublicherweise 
xuxter Antrondung einer bestimmten Form einer Maoter-Maske 
in einem Kontaktdruckverfahren, Wenn die herzustellende 
Uaake selbst eine Ma8ter-*Haske istt dann k^inn die Be- 
lichtung auf andere Weiee, beispielsweiBe mitt els einer 
Intervall- und Wiederholungskamera (step and repeat camera) 
erfolgen. Seiche Einriohtungen Bind bekannt und vrerden zur 
Verkleinerung eines SchaltungsmuBterB auf photographiaohem 
Wege und Eur meohanisohen etufenweise wiederholten Be- 
lichtung yexnrrendety bo daB der Photolaok wiederholt im 
SchaltungamuBter belichtet wird, ym eine Matrix der Schal- 
tungsmuBter in ihm zu erzeugen. Nach der Belichtung wird 
der Photolaok entwiokelt, mit dem Ergebnis, daB der Photo- 
laok in den Piachen, wo er mit Ultraviolett-Iicht belichtet 
iet Oder in den Gebieteny in denen er vor dem ultravioletten 
Lioht maekiert war^ entfemt wird, was davon abhingt, ob 
ein posit iver oder ein negativer Lack verwendet wurde* 
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Nach dl sem Yerfahreneechritt let ea angezel^, wem auoh 
nicht untedingt erfordorlioh, den Maaken-itohteil emeut zu 
brennen. Das Brgebnis ist in Pig, 3 gezeigt, in dar die 
PhotolacksoMcht 24 nunmehr genaistert ist, wobei vorbe- 
stinimte Fl^chen der darunterliegendeu MolyM&i-Schioht 22 
freiliegen, 

Der luLchete Sohritt bei der Harstellung der Photomaskdn 
ist die £tziuig der entwickelten Rohteile ioit dem erfindxuij^-* 
gemaflen Atzmittel, Infolge der gLeiohfBrmigen Xtarate des 
itzmittels iind weil der Photolack diirch das Xtzxaittel nioht 
aigegriffen wird, ist die GrSQensteuerung des itzmusters 
leicht zu erreichen, auch dann, wenn eine Pax^ie-weiee 
ProzessfUhrung erfolgt, da das ittzmittel das Substrat 2o 
nicht angreift und keiniB merkliohe Hintersohneidimg auf- 
trittt wenn geeignete Partie^^Steuerungsverfahren angewandt 
werden, 

Im absohlieBenden Herstellimgsschritt der Masken wird der 
Photolaok entfemt, wpbei vorzugsweise saurefrei^*>Hittelt 
beispielsweise J*»loo ( eine Beseiohnung eines Hithfisder ftrma, 
Induat-Ri-Chem Lab, Hio* Biohaxtlson, Iexa8,)oder ein ALko- 
hol-Azetott-Preon-Gemisoh verwendet werden* In Pig, 5 ist 
die so hergestellte Photomaske gezeigt, die aas einem Sub-» 
strat 2o besteht, auf dem die gemuaterte MolybdanftSchioht 22 
liegt* 

Das erfindungsgemSlfle Itzmittel hat also eine Anzahl Ton sehr 
wesentlichen Vorteilen gegentlber den liekannten fUr die Xtaung 
von Molybd^ verwendeten £tzmittel, insbeaondere apweit sie 
fUr die Itsung von Uaatem in Dttnnaohiohten verwendet ;mirden» 
Daa erfindungagem&fie ^tsmiltel hat eine gute Ktzrate und hat 
einen gLeiohfUnnigen Xtsangrif f • Sie 1)ekannten Photolaok*- 
Materialien werden nioht angegriffen, ao daB Hinteraohnei«- 
dungen auf ein Mlnlnnam begrenst werden tmd die Kantenbegrexb- 
zung imd die genau Srtliohe Anordnung ines gefttsten Hoatera 
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Im w«attntlloh«n auroh das Fhotolaok^Hust^r beetlmmt wsrden. 
Im a«g»iisatx zum Stand dar leolmik Ist das Xtxmlttel aixBer- 
dtm xuigiftlg uad daehalb in der Heretallimg und Handlialmng 
alnfaoh. 

Baa arflndungagaxiAOa Xtsmlttal lat voratahand Im Zuaamzoen- 
hang mlt alnam Varfahran zur Harstallung alnar Photo-- 
maaka baaohriabanf jadooh let araiohtiloh^ daQ dla An-- 
wandung daa Xtsmlttala nloht hlarauf baaohrfinkt latf da 
a a gans allgaaaln fOr dia Xtaung von HolyMfiLn, spaslall 
fUr -lAioka odar dllnna Sohlcht an gaaigoat ist| wohel as 
gLalchj^tlg lat 9 oh dlaaa Sohlchtan fUr intagrlarta 
Sohaltimgabaualamanta odar Photomsmkan odar dergl.rar- 
wandat wardan* Aufiardam lat as gLalohgUItigp ob das HoXyb- 
dttn im waaantllohan rain odar mxr in arhahllohan Uangan 
in alnam Hatarial anthaltan lat» 
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Pat ntanspriioht 



X* Verfahren zur Atsung von Uolybd^t daduroh gtkraiueiclmety 
^ daS xim&ohst ein^ JAmmg aus ^0 ml H2O2 U2id dann Kontakt 
zwlschea der LSounj; usd dem IfolybdSUi htrgastellt wird* 

2. Verfalirdn zLach Anspruoh 1^ dadiiroh gakonnstiofantty dafi 
der LSBung alxi Hetsmittil siigeftlgt wlrd» 

3« Verfahren naoh Anspruoh 2t dadxuroh gekexmseiohnety dafi 
al8 Ifetzmittel eln Dot ergons vermndet wird* 

4 « Verfahren naoh Anspruoh 2 odor 3, daduroh gekennseichnett 
dafi das MengenverhSltxils der LSsung aus HgOg und ^0 auf 
einen Bereloh swlsohen 1 t 4 7 3 t 2 elngestellt wird* 

5. Atzmlttel flir Metallet insbesondere sur Durohftihrung des 
Verfahrens naoh einem der Anspriiohe 1 4f gekexuuseiohnet 
duroh elne LSsung von HgO und HgO^* 

6« ^tsmittel naoh Anspruoh 3$ daduroh gekennselohnett dafi die 
LSsung BUsa.ts(lloh ein Hetsmlttel aufireist. 

7« itsmittel naoh Anspruoh 6, daduroh gekennselohnety dafi das 
UengenverhSltnls von HgOg und HgO der LOsung im Bereloh 
swlsohen 1 t 4 und 3 t 2 llegt. 

8« Verfahren sur Herstelltuig elner MolybdGUir-Photomaske untar 
Verwendung des Itsmlttels naoh einem der AnsprUohe 5 r Tt 
dadiuroh gekennselohnet, dafi auf elner Selte elnes fUr 
elne vorbestlmmte Wellexilttnge von Lloht Im wesentllohen 
durohl&sslgen Suhstrats elne Sohloht aus HolTbdfin nleder^ 
gesohiagen ?drd| dafi die Ifolybd^^-Sehloht mlt elnem fUr 
elne ^estlnoote Art der Bellohtimg ezqiflndllohezi Laok be* 
sohlohtet und der Laok dann In elnem vorgewWLten Huster 
auf die bestimmte Art bellohtet wird| dafi der Laok dann 
entwlokelt und die naoh der Entwloklung des Laoks frel- 
llegenden Berelohe der II61yb^^lnr*Sohloht mlt dem Xtsmlttel 
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in Kontakt gebracht warden} und dafi nach hinrolchender 
Atzung der restliche iack entfemt wird* 

• Verfahren nach Anspruch 8, dadiircli gekennzeichnet, 
daQ der Kontakt zwiBohen Xtziolttel imd Molybd^s^Schloht 
durch Eintauclien des Substrata In das Atzmlttel herge** 
stent wird. 
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